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(54) Title:

(54) 発明の名称 ：静電チャック装置及びその製造方法

(57) Abstract: Disclosed i s an electrostatic chuck device which can sup
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press, as much as possible, the attachment o f particles t o a work-piece, can
( a ) achieve sufficient adsorptive force, and has eliminated concerns o f electri

cal discharge. Also disclosed i s a production method for the electrostatic
chuck device. The disclosed electrostatic chuck device i s provided with an
electrostatic chuck which i s provided on a base and which internally com
prises a work-piece adsorption electrode. The base forms an embossed
work-piece adsorption surface having a plurality o f protruding sections
passing through the electrostatic chuck and protruding fi"om the surface o f
the electrostatic chuck, with an insulating member lying between the outer
periphery surface o f the protruding sections and the work-piece adsorption
electrode o f the electrostatic chuck. I n contrast t o electrostatic chucks
wherein the work-piece electrode has opening sections i n positions corre
sponding t o protruding sections, through-holes are formed which are
smaller i n size than opening sections, and the protrusions o f the base are
inserted into the through holes, thus superimposing the electrostatic chuck
to the base, and forming the electrostatic chuck device.

(57) 要約： ワー クへのパーテ ィクルの付着 を可及 的に抑制
しなが ら、十分な吸着 力を発現 させ ることができると共に、
放電のおそれ を排除 した静電チャック装置、及びその製造方
法 を提供す る。 ワーク吸着電極 を内部 に有 した静電チャッ
クを基盤上に備 えた静電チャック装置であって、基盤 は、静
電チャックを貫通 して静電チャックの表面に突出す る複数の
突起部 を有 してエンボス状の ワーク吸着面 を形成 し、突起部
の外周面 と静電チャックの ワーク吸着電極 との間には絶縁部
材が介在す る静電チャック装置であ り、また、突起部 に対応
する位置 にワーク吸着電極が開 口部 を有 した静電チャックに
対 して、開 口部 よ り小 さい大 きさの貫通孔 を形成 し、 この貫
通孔に基盤の突起部 を揷通 させて静電チャックを基盤 に重ね

合わせ、静電チャック装置 を製造す る



(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, 添付公開書類：
NE, SN, TD, TG). - 国際調査報告 （条約第 2 1 条 (3))



明 細 書

発明の名称 ：静電チャック装置及びその製造方法

技術分野

[0001 ] この発明は、 ワーク吸着電極 を内部 に有 した静電チャックを基盤上に備え

た静電チャック装置、及びその製造方法に関する。

背景技術

[0002] 静電チャック装置は、半導体装置や液晶パネル装置の製造 プロセス等で広

く使用されているが、近年、半導体装置等の高密度化に伴い、パーテ ィクル

の管理がひ とつの重要な課題 になっている。そこで、半導体 ウェハやガラス

基板等のワーク （被吸着物）を複数の突起部で支えるように して、エンボス

状のワーク吸着面を有 した静電チャック装置が知 られている。 これは、 ヮ一

クに対する接触面積 を減 らして、 ワークの裏面に付着するパ一テ ィクルを可

及的に減 らすことを目的とする。

[0003] このエンボス状の吸着面を有 した静電チャック装置については、例えば、

特開 2 0 0 5 _ 3 3 1 2 5 号公報 （特許文献 1 ) や、特開 2 0 0 8 _ 1 8 1

9 3 号公報 （特許文献 2 ) 等 に開示されるように、 ワークが吸着 される誘

電体の表面に凸部 （突起部）を設けるように して、 この誘電体の本体内部 に

ワーク吸着電極 を形成 した り、或いは、誘電体の下層にワーク吸着電極 を配

置するのが一般的である。

[0004] —方で、特開 2 0 0 8 _ 1 3 5 7 3 6 号公報 （特許文献 3 ) には、絶縁性

基体の表面に形成 された突起部の先端 に導電性領域 を設けると共に、突起部

間に形成 された窪み （凹部）に対 して、イオ ンプレーテ ィングやスパ ッタ リ

ング等の導電性 コ― テ イングによりワーク吸着電極 を形成 した、単極型の静

電チャック装置が開示されている。 これは、導電性又は半導性のウェハ （ヮ

ーク）を突起部の先端の導電性領域 に接触 させて、突起部 とワークとの接触

抵抗による電圧降下を防ぎ、 ワークと吸着電極 との間に高電界の領域が発生

しないように し、 また、単極型の吸着電極 を構成 して、 ワークと吸着電極 と



の間での電界の向 きを一方向に して、 その向 きの制御 を容易 にすることで、

周辺のパーテ ィクルが ウェハ に引 き寄せ られ るのを抑制 するものである。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献 1 ：特 開 2 0 0 5 _ 3 3 1 2 5 号公報

特許文献2 ：特 開 2 0 0 8 _ 1 8 1 9 1 3 号公報

特許文献3 ：特 開 2 0 0 8 _ 1 3 5 7 3 6 号公報

発明の概要

発明が解決 しょうとする課題

[0006] エ ンボス状 の吸着面 を有 した静電チ ャック装置 において、上記特許文献 1

及び 2 に記載 され るように、表面 に突起部 を備 えた誘電体の本体 内部 に吸着

電極 を形成 した り、 この誘電体の下層 に吸着電極 を配置する形態では、 ヮ一

ク吸着電極 とワー クとの間に距離 が生 じて しまい、 吸着力 を十分 に発現 する

ことがで きない ことがある。特 に、近年、解像度 が高い E U V (Ext reme ULt

r a V i o Let) 露光機 を用いる場合 には、焦点深度 （Z 方向）が極 めて浅 く、平

面方向 （X — Y 方向） も高い精度 が要求 され ることか ら、平坦加工が可能で

あ って、熱膨張性 の低 い石英 ガラスが誘電体 に使用 され るようにな つている

。 ところが、石英 ガラスは、 セラミックと違 い、 その内部 に平坦な吸着電極

を埋設することが難 しい。 また、誘電体 を薄 くしょうとする場合 に、石英 ガ

ラスでは、 セラミックに比べて強度 が不足 して割れやすい。

[0007] —方 で、上記特許文献 3 に記載 され る静電チ ャック装置のように、突起部

間の窪み に単独で吸着電極 を備 えていると、 た とえ、蒸着やイオ ンプ レーテ

ィングによってポ リィ ミ ド等か らなる保護膜 を吸着電極 の表面 に形成 した と

しても （特許文献 3 の段落 0032) 、 その保護膜 と絶縁性基体の突起部 とは異

種材料 による接合界面 を形成 することか ら、放電のおそれ を排除することは

で きない。

[0008] そ こで、本発明者等 は、十分な吸着力 を発現 することがで きると共 に、放



電のおそれ を排除 した静電チ ャック装置 について鋭意検討 した結果、 ワー ク

を吸着 するワー ク吸着電極 を内部 に備 えた静電チ ャックに対 して、基盤 の突

起部 を貫通 させ るように して、基盤上 に静電チ ャックを配設 し、 しかも、突

起部 の外周面 と静電チ ャックの ワー ク吸着電極 との間に絶縁部材 を介在 させ

ることで、上記課題 を解決することがで きることを見出 し、本発明を完成 し

た。

[0009] したが って、本発明の 目的は、 ワー クへのパーテ ィクルの付着 を可及的に

抑制 しなが ら、十分な吸着力 を発現 させ ることがで きると共 に、放電のおそ

れ を排除 した静電チ ャック装置 を提供 することにある。

[001 0] また、本発明の別の 目的は、上記静電チ ャック装置 を製造するのに好適な

製造方法 を提供 することにある。

課題を解決するための手段

[001 1] すなわち、本発明は、 ワー クを吸着 するための ワー ク吸着電極 を内部 に有

した静電チ ャックを基盤上 に備 えた静電チ ャック装置であ って、基盤 は、静

電チ ヤ ックを貫通 して静電チ ヤ ックの表面 に突出する複数 の突起部 を有 して

、該突起部 の頂面 によってエ ンボス状 の ワー ク吸着面 を形成 し、 また、突起

部 の外周面 と静電チ ャックの ワー ク吸着電極 との間には、絶縁部材が介在 す

ることを特徴 とする静電チ ャック装置である。

[001 2] また、本発明は、 2 つの絶縁 シ一 卜部材の間にワー クを吸着 するための ヮ

— ク吸着電極 を有 した静電チ ヤ ックを基盤上 に備 えた静電チ ヤ ック装置 を製

造する方法であ って、表面 に複数 の突起部 を有 した基盤 と、該突起部 に対応

する位置 にワー ク吸着電極 が開 口部 を有 して、該開 口部 が絶縁性 の接着剤 で

充填 された静電チ ャックとを用いて、先ず、 ワー ク吸着電極 の開 口部 を通 つ

て静電チ ャックの表裏面間を貫通するように、 開 口部 よ り小 さい大 きさの貫

通孔 を静電チ ャックに形成 し、次 いで、前記貫通孔 に基盤 の突起部 を揷通 さ

せ るように して静電チ ヤックを基盤 に重ね合わせて、静電チ ヤックの表面 に

突出 した突起部 の頂面 によってエ ンボス状 の ワー ク吸着面 を形成 することを

特徴 とする静電チ ャック装置の製造方法である。



[001 3] 本発 明の静電チ ャック装置 は、 ワー ク吸着電極 を内部 に有 した静電チ ヤッ

クに対 して、基盤 の突起部 が貫通するように して、基盤上 に静電チ ャックが

配設 されてな り、静電チ ャック側 に突出 した複数 の突起部 の頂面が、 ェ ンボ

ス状 の ワー ク吸着面 を形成 する。突起部 の形状 について、先ず、 その頂面 は

、 ラ ップ処理やその後 の研磨等 によって、平坦化処理 されているのが良い。

また、突起部 の横断面形状 については、 円形、楕 円形、三角形以上の多角形

な ど、特 に制 限されないが、突起部 の外周面が面取 りされているのが望 ま し

く、好 ま しくは円形又 はそれ に近 い形状 であるのが良い。

[0014] また、静電チ ャックの表面か ら突起部 の頂面 までの高 さで表 され る突起部

の突出高 については、 ワー クの裏面 にパーテ ィクル等の異物 が付着 するおそ

れ を確実 に排除する観点か ら、好 ま しくは 5 m以上であるのが良 く、 よ り

好 ま しくは 5 m以上 2 0 m以下であるのが良い。更 に、 吸着力の発現 の

観点か ら、静電チ ャックにおけるワー ク吸着電極 の表面か ら突起部 の頂面 ま

での高 さで表 され る距離 は、好 ま しくは 5 0 m以上 3 0 0 m以下である

のが良 く、 よ り好 ま しくは 5 0 m以上 1 0 0 m以下であるのが良い。

[001 5] 本発 明において、基盤 は低発麈性 の材料 を用いて形成 したものであれば特

に制 限はな く、 ガラス製や石英 ガラス製 の基盤 のほか、 ポ リイ ミ ド等の樹脂

製や、 アル ミニ ウム、 ス テ ン レス等の金属製 の基盤 な どを挙 げることがで き

る。 その際、 ワー クと同 じ材質のもの、又 は、線膨張係数 が ワー クによ り近

いものを使用すると、熱膨張 による形状 の変化 によって ワー クとの間で擦れ

が発生するのを防いで、余分な発麈 を抑 えることがで きる。 また、基盤 を熱

膨張率 が 1 p p m以下の低熱膨張材で形成 するようにすれば、上記のような

擦れの発生 を防 ぐことがで きると共 に、寸法精度 を維持することがで きる点

で好都合である。 このような材料の例 と して挙 げ られ る石英 ガラスや低熱膨

張 ガラスセラミックスは、普通のガラスよ り極 めて熱膨張が小 さい ことか ら

、 このような低熱膨張材か らなる基盤 は、低発麈性 の観点 と共 に、 E U V 露

光機 を用いる場合 に要求 され る精度 を満足することがで きる。

[001 6] また、基盤 に突起部 を設 ける手段 については、例 えば、突起部 の配置バ タ



— ン に 合 わ せ た マ ス ク を 介 して 、 サ ン ドプ ラ ス ト加 工 した り、 エ ッ チ ン グ 処

理 を 行 う方 法 等 を 挙 げ る こ と が で き る 。 こ れ ら以 外 の 方 法 で あ っ て も よ い が

、 突 起 部 と 突 起 部 以 外 の 基 盤 本 体 と を 同 一 材 料 か ら加 工 す る こ と で 、 突 起 部

の 形 成 が 容 易 で あ り、 ま た 、 ガ ラ ス の よ う な 硬 くて 脆 い 材 質 の 場 合 で も 、 所

望 の 突 起 部 を 基 盤 の 表 面 に 形 成 す る こ と が で き る 。

[001 7 ] 本 発 明 に お け る 静 電 チ ャ ッ ク は 、 ワ ー ク 吸 着 電 極 を 内 部 に 備 え る も の で あ

り、 ワ ー ク 吸 着 電 極 が 静 電 チ ャ ッ ク の 表 裏 面 や 側 面 に 露 出 しな い 状 態 で 、 基

盤 上 に 静 電 チ ャ ッ ク が 設 け られ る 。 ま た 、 基 盤 の 突 起 部 の 外 周 面 と ワ ー ク 吸

着 電 極 と の 間 に は 、 絶 縁 部 材 が 介 在 す る よ う に して 、 基 盤 と ワ ー ク 吸 着 電 極

と が 直 接 接 す る 部 分 を 無 くす よ う に して い る 。

[001 8 ] こ の よ う な 静 電 チ ャ ッ ク を 基 盤 上 に 形 成 す る 手 段 と して は 、 例 え ば 、 次 の

よ う な 2 つ の 方 法 が 挙 げ られ る 。 第 一 の 方 法 は 、 先 ず 、 基 盤 上 で 突 起 部 の 間

に 形 成 さ れ た 窪 み に 絶 縁 性 材 料 を 塗 布 して 下 部 絶 縁 層 を 形 成 し、 そ の 上 に 導

電 性 材 料 を 用 い て ワ ー ク 吸 着 電 極 を 形 成 し、 更 に そ の 上 か ら、 絶 縁 性 材 料 を

塗 布 して 上 部 絶 縁 層 を 形 成 す る 方 法 で あ る 。 ワ ー ク 吸 着 電 極 を 形 成 す る 際 に

は 、 突 起 部 の 外 周 面 と の 間 に 所 定 の 隙 間 を 設 け る よ う に して 、 上 部 絶 縁 層 を

形 成 す る 絶 縁 性 材 料 の 一 部 が こ の 隙 間 に 充 填 さ れ る よ う に す れ ば 、 突 起 部 の

外 周 面 と 吸 着 電 極 と の 間 に 絶 縁 性 材 料 か らな る 絶 縁 部 材 を 介 在 さ せ る こ と が

で き る 。

[001 9 ] こ の 第 一 の 方 法 に お い て 、 上 部 絶 縁 層 及 び 下 部 絶 縁 層 を 形 成 す る 絶 縁 性 材

料 と して は 、 樹 脂 や セ ラ ミ ッ ク 等 を 挙 げ る こ と が で き、 上 部 絶 縁 層 と 下 部 絶

縁 層 と は 同 じ材 料 か ら形 成 さ れ て も よ く、 互 い に 異 な る 材 料 を 用 い て も よ い

が 、 少 な く と も ワ ー ク 吸 着 面 上 に 形 成 さ れ る 上 部 絶 縁 層 に つ い て は 、 低 発 麈

性 で あ る こ と や 誘 電 率 等 を考 慮 して 、 ポ リイ ミ ド、 ポ リエ チ レ ン テ レ フ タ ラ

— 卜 （PET) 、 液 晶 ポ リマ 一 等 の 樹 脂 か らな る よ う に す る の が 好 ま しい 。 ま た

、 こ れ らの 絶 縁 層 の 形 成 に は 、 イ ン ク ジ ェ ッ ト装 置 を 用 い た 印 刷 ゃ ス ク リ一

ン 印 刷 等 に よ り絶 縁 性 材 料 を 塗 布 す る の が 好 適 で あ る 。 一 方 、 ワ ー ク 吸 着 電

極 に つ い て は 、 金 属 塗 料 を イ ン ク ジ ェ ッ ト装 置 で 印 刷 した り、 ス ク リー ン 印



刷するなどして、導電性材料を塗布するようにしてもよく、或いは、金属を

スパッタリングしたり、蒸着するなどして、導電性材料からなるワーク吸着

電極を形成するようにしてもよい。

[0020] また、第二の方法としては、 2 つの絶縁シ一 卜部材の間にワーク吸着電極

を有 した静電チャックを形成 した上で、これを基盤に貼り合わせて静電チヤ

ック装置とする方法である。この場合、予め、基盤の突起部に対応させて、

ワーク吸着電極が開口部を有するようにしておき、この開口部を通って静電

チャックの表裏面間を貫通させるように、開口部より小さい大きさの貫通孔

を静電チャックに形成する。そして、貫通孔に基盤の突起部を揷通させて、

基盤に静電チヤックを重ね合わせて、静電チヤックの表面に突出した突起部

の頂面によってエンボス状のワーク吸着面を形成するようにすればよい。

[0021 ] この第二の方法において静電チャックを形成するには、先ず、樹脂やセラ

ミック等からなる絶縁シ一 卜部材の片面に、金属の蒸着ゃスパッタ、又は印

刷等によって所定の開口部を有 した吸着電極を形成する。或いは、予め銅箔

等の金属箔を備えた絶縁シ一 卜部材に対 して、マスクを用いたエッチング処

理により、金属箔から所定の開口部を有 した吸着電極を形成する。次いで、

少なくとも開口部が、シリコ一ンゃエポキシ樹脂等の絶縁性接着剤で充填さ

れるようにして、ワーク吸着電極側に他の絶縁シ一 卜部材を貼り合わせる。

この際、片面に熱可塑性樹脂等からなる接着層を有 した樹脂フイルムを絶縁

シ一 卜部材として用いて、熱圧着することで、樹脂フイルムの接着層を開口

部に充填させるようにしてもよい。そして、開口部より小さい大きさの貫通

孔を静電チャックに形成すれば、貫通孔に揷通された基盤の突起部とワーク

吸着電極との間には、絶縁性の接着剤からなる絶縁部材が介在されることに

なる。

[0022] ワーク吸着面側の上部絶縁層にあたる絶縁シー ト部材と、基盤側の下部絶

縁層にあたる絶縁シ一 卜部材とは、同じ材料から形成されてもよく、互いに

異なる材料を用いてもよいが、少なくとも上部絶縁層にあたる絶縁シ一 卜部

材は、低発麈性であることや誘電率等を考慮 して、好ましくは、ポリイミド



フイルム、 P E T フイルム、液晶ポリマ一フイルム等の樹脂フイルムからな

るのが良く、より好ましくは、上部絶縁層にあたる絶縁シ一卜部材及び上部

絶縁層にあたる絶縁シ一卜部材ともに、これらの樹脂フイルムからなるのが

良い。

[0023] また、基盤上に重ね合わせた静電チャックは、接着剤や接着剤が塗布され

た接着シ一卜等を用いて基盤上に固着してもよいが、好ましくは、静電チヤ

ックと基盤の熱膨張率の違いによってこれらの界面で生じる応力が解放され

るようにして、静電チャックと基盤とを接着するのが良い。特に、基盤が石

英ガラス等のような低熱膨張材からなる場合には効果的である。具体的な手

段としては、例えば、ファンデルワールス力 （分子間力）を発現する樹脂フ

イルムを介して、静電チャックと基盤とを接着する方法である。この接着フ

イルムは、表面にサブミクロンオーダ一の高ァスぺク卜比の繊維構造を有す

るような微細な突起が形成されて、非常に弱い分子間力により粘着力を発現

すると考えられる。このような接着フイルムを形成する材料としては、例え

ば、シリコ一ン樹脂、ポリアミド、スチレンプタジェンゴム、クロ口スルホ

ン化ポリエチレンゴム、アクリロニトリルブタジエンゴム、エチレンプロピ

レンゴム、クロ口プレンゴム、プタジェンゴム、フッ素ゴム、ィソプチレン

イソプレンゴム、ウレタンゴム等を挙げることができる。

[0024] また、他の例としては、静電チャックが基盤を吸着するための基盤吸着電

極を内部に有するようにする方法である。すなわち、 2 つの絶縁シ一卜部材

の間にワークを吸着するためのワーク吸着電極と基盤を吸着するための基盤

吸着電極とを有して、ワーク吸着電極と基盤吸着電極との間に中間絶縁シ一

卜部材を介在させた静電チャックとする。その際、ワーク吸着電極及び基盤

吸着電極には、それぞれ基盤の突起部に対応する位置に開口部を有して、こ

れらの開口部を絶縁性の接着剤で充填しておき、開口部より小さい大きさの

貫通孔を静電チヤックに形成すれば、基盤の突起部とワーク吸着電極との間

、及び、基盤の突起部と基盤吸着電極との間には、それぞれ絶縁性の接着剤

からなる絶縁部材が介在されることになる。



[0025] 第一の方法、及び第二の方法ともに、ワーク吸着面側の上部絶縁層の厚み

は、 2 5 m以上 2 0 0 m以下であるのが良く、好ましくは 5 0 从m以上

1 0 0 m以下であるのが良い。少なくともワーク吸着面側の上部絶縁層の

厚みが 2 5 mであれば、ワーク吸着電極の電気的絶縁を確保することがで

き、 5 0 m以上であれば、その信頼性をより十分なものとすることができ

る。一方で、上部絶縁層の厚みが 2 0 0 m以下であれば、ワークに対する

吸着力の発現の点で問題になることはなく、 1 0 0 m以下であれば、より

十分な力でワークを吸着できる点で有利である。また、突起部の外周面とヮ

- ク吸着電極との間に介在させる絶縁部材の厚み （突起部外周面とワーク吸

着電極との距離）は、より確実に絶縁性を担保するために0 . 5 m m以上で

あるのが良く、好ましくは0 . 7 m m以上 1 . 5 m m以下であるのが良い。

絶縁部材の厚みが増す分だけ絶縁性をより確保 し易いが、絶縁部材の厚みが

2 m mを超えると効果が飽和するばかりか、ワークに対 してワーク吸着電極

の面積が減るため望ましくない。

[0026] 更に、ワーク吸着電極については、半導体ウェハやガラス基板等のワーク

との間で電圧を印加する、いわゆる単極型のものを採用 してもよく、或いは

、電極間に電位差を設ける、いわゆる双極型のものを採用 してもよい。双極

型のワーク吸着電極の場合には、同一平面状に電極を並べるようにしてもよ

く、電極間絶縁層を介 して、上下に電極を並べるようにしてもよい。単極型

又は双極型の選択は、装置が使用される条件等に応 じて適宜決定できる。ま

た、ワーク吸着電極の形状は、例えば、平板状、半円状、櫛歯状やメッシュ

のようなパターン形状など、ワークの種類等に応 じて適宜決定することがで

きる。更に、ワーク吸着電極の厚みは特に制限されないが、設計等を考慮す

れば、実用上、 0 . 1 m以上 3 0 m以下程度である。

発明の効果

[0027] 本発明の静電チャック装置によれば、ワークへのパーティクルの付着を可

及的に抑制 しながら、十分な吸着力を発現させることができると共に、放電

を防止することができる。特に、熱膨張の小さい石英ガラスや低熱膨張ガラ



スセラミックス等を基盤 に用いた場合でも、優れた吸着力を発現することが

できるため、 E U V 露光機等で使用するのに好適である。

[0028] また、上記第二の方法で説明 したような、本発明の静電チャック装置の製

造方法では、予め静電チャックを形成することか ら、絶縁性等の性能を確認

してか ら、基盤 に貼 り合わせることができる。そのため、万が一、設計上の

トラプル等があっても、事前 に把握することができ、信頼性 に優れた静電チ

ャック装置を得 ることができる。

図面の簡単な説明

[0029] [ 図 1] 図 1 は、本発明の静電チャック装置を示す斜視説明図である。

[ 図2] 図 2 は、図 1 の静電チャック装置の断面説明図である。

[ 図3] 図 3 は、静電チャックを形成する手順 を示す模式図である。

[ 図4] 図 4 は、静電チャックにおける吸着電極の様子を示す平面模式図である

[ 図5] 図 5 は、本発明の静電チヤック装置の変形例 を示す断面説明図である。

発明を実施するための形態

[0030] 以下、添付 した図面に基づきなが ら、本発明をより具体的に説明する。

実施例

[0031 ] [ 第一の実施形態 ]

図 1 は、本発明の静電チャック装置を示す斜視説明図であって、図 1 ( a

) は、静電チャック 2 を基盤 1 に貼 り合わせる様子を示すものであ り、図 1

( b ) は、貼 り合わせた後の状態を示すものである。 また、図 2 は、図 1 に

おける A — A 断面を示す一部断面説明図である。 このうち、基盤 1 は、直径

3 0 0 m m X 厚 さ 1 0 m mの石英 ガラス製の基盤本体 1aの表面に、高さ 1 7

O m 頂面の直径 1 m mの石英 ガラス製の突起部 1bが多数形成 されたもの

であ り、図 2 に示す断面図において、突起部 1bは中心間距離 1 O m mで互い

に隣接 して配置される。 この基盤 1 は、研削加工により形状 を作 り、エ ッチ

ングによって表面ダメージを除去 して、突起部 1bを形成 したものであ り、突

起部 1bの頂面は、 ラップ加工によって平面度が 0 . 2 m に平坦化処理 され



ている。また、基盤本体1aには、冷却ガス等を流す冷媒経路 （図示外）が形

成されている。

[0032] また、基盤上に配設された静電チャック2 は、銅箔から形成したワーク吸

着電極 3 を内部に備えており、静電チャック2 の表面から突起部1aの頂面ま

での高さで表される突起部の突出高 h ，は 1 O mであり、ワーク吸着電極 3

の表面から突起部1aの頂面までの高さ h 2は6 0 mである。そして、基盤 1

の突起部1bの外周面とワーク吸着電極 3 との間には、シリコーン製の接着剤

からなる絶縁部材 6 が介在する。

[0033] この実施例に係る静電チャック2 は、次のようにして作製した。先ず、図

3 ( a ) に示すように、厚さ5 0 mのポリイミドフイルムからなる絶縁シ

—卜部材4 の片面側に、厚さ 1 0 mの銅箔 3 を備えたものを用いた。この

銅箔 3 に対して、マスクを介してエッチング処理を行い、図3 ( b ) に示す

ように、基盤 1の突起部1bの位置と形状とに対応させて、開口径 = 2 m m

の開口部3cを有するワーク吸着電極 3 を形成した。このワーク吸着電極 3 は

、図4 に示すように、半円状の第一吸着電極3aと第二吸着電極3bとを有した

双極型のワーク吸着電極を構成しており、図示外の直流電源に接続される。

[0034] 次いで、図3 ( c ) に示すように、ワーク吸着電極 3 の開口部3cにシリコ

—ン製の接着剤 6 を充填し、厚さ7 5 mのポリイミドフイルムからなる絶

縁シ一卜部材 5 を重ねてプレス加工し、余った接着剤 6 が絶縁シ一卜部材4

と絶縁シ一卜部材 5 との間で接着層を形成するようにして、積層体を得た。

次いで、吸着電極 3 の開口部3cと同心円となるようにして、バリの形成を防

いでパーティクルの発生を抑えるように、レーザ一加工によって積層体の表

裏面間を貫通させて、図3 ( d ) に示すように、開口径 d 2 = 1 . 1 m mの貫

通孔 7 を形成して、静電チャック2 を得た。

[0035] そして、上記で得られた静電チャック2 の貫通孔 7 に基盤 1の突起部1bを

揷通させるようにして、両者を重ね合わせ、シリコーン製の接着剤 （図示外

) を用いて、静電チャック2 を基盤本体1aに貼り合わせることで、本実施例

に係る静電チャック装置を完成させた。得られた静電チャック装置は、基盤



の突起部1bが、半導体ウェハやガラス基板等のワークを吸着させるワーク

吸着面を形成 し、また、ワーク吸着電極 3 の開口部3aに残ったシリコーン製

の接着剤 6 が、突起部1bの外周面とワーク吸着電極 3 との間で絶縁部材 6 を

形成する。

[0036] このようにして得 られた静電チャック装置は、放電のおそれを排除 しなが

ら、高い吸着力を発現でき、 しかも、突起部を含めて基盤が石英ガラスから

なることから、熱膨張による形状変化が極めて少ない。そのため、半導体ゥ

ェハゃガラス基板等のワークと吸着面との間での擦れが生 じ難 く、また、ェ

ンボス状のワーク吸着面を備えることから、ワークへのパーティクル付着を

可及的に抑えることができる。更には、基盤の形状変化が極めて少ないこと

から、 E U V 露光機で要求されるレベルの高い精度を達成することができる

[0037] また、静電チャック2 を基盤本体1aに貼 り合わせる際、シリコーン製の接

着剤のかわりに厚さ 5 0 mのシリコーン樹脂フイルム （扶桑ゴム産業社製

：商品名シリウス）を用いるようにしてもよい。この樹脂フイルムは、表面

に微細な突起が形成されて非常に弱い分子間力による粘着力を発現すること

から、静電チャック2 を基盤本体1aに接着させることができ、また、 E U V

露光機等で静電チャック装置を使用 して高温に晒されても、静電チャック2

のみが膨張 して基盤 1 に歪みを与えるようなことはない。更には、この樹脂

フイルムは繰 り返 しの接着が可能であって、静電チャック2 と基盤 1 とを容

易に分離することができるため、メンテナンスの点でも有利である。

[0038] [ 第二の実施形態]

図 5 は、第一の実施形態における静電チャック装置の変形例を示すもので

あり、静電チャック2 が、ワークを吸着するワーク吸着電極 3 のほか、基盤

を吸着するための基盤吸着電極 8 を内部に備えている。この静電チャック

2 を得るにあたり、厚さ 5 0 mのポリイミ ドフイルムからなる絶縁シ一 卜

部材 4 の片面側に厚さ 1 0 mの銅箔 3 を備えたものを用いて、ワーク吸着

電極 3 を形成するまでは第一の実施形態と同様である。本実施例では、更に



、厚 さ 5 0 mのポ リイミ ドフイルムか らなる絶縁シ一 卜部材 5 の片面側 に

厚 さ 1 O mの銅箔 8 を備えたものを用意 し、 この銅箔 8 に対 して、マスク

を介 してエ ツチング処理 を行い、 ワーク吸着電極 3 の場合 と同 じように基盤

の突起部 1bの位置 と形状 とに対応させて、開口径 d ，= 2 m mの開口部 を形

成すると共に、櫛歯状の電極部8a及び8bが互い違いに組み込 まれた双極型の

基盤吸着電極 8 を形成 した。その際、電極部8a及び8bの幅はそれぞれ 0 . 7

m m と し、 また、電極部8a及び8bの電極間距離は 0 . 7 m m となるように し

た。なお、 この基盤吸着電極 8 は、 ワーク吸着電極 3 とは別の直流電源 （図

示外）に接続できるように した。

[0039] 次 に、 ワーク吸着電極 3 と基盤吸着電極 8 に対 してそれぞれシ リコーン製

の接着剤 6 を塗布 し、各開口部及び電極間の隙間に接着剤 6 が充填 されるよ

うに して、厚 さ 1 2 5 mのポ リイミ ドフイルムか らなる中間絶縁シ一 卜部

材 9 を介在 させて、絶縁シ一 卜部材 4 と絶縁シ一 卜部材 5 とを重ねてプレス

加工 した。次いで、第一の実施形態の場合 と同様 に して、開口径 d 2 = 1 .

m mの貫通孔 7 を形成 して、静電チャック 2 を得た。

[0040] そ して、突起部 1bの高さを調整 した以外は第一の実施形態 と同 じ基盤 1 に

対 して、静電チャック 2 の貫通孔 7 に突起部 1bを揷通させるように して重ね

合わせて、突起部の突出高 h ，= 1 0 m、 ワーク吸着電極 3 か ら突起部 1aの

頂面 まで高さ h 2 = 6 0 m の静電チャック装置を得た。 この静電チャック装

置は、基盤吸着電極 8 に電圧を印加することで基盤上に静電チャック 2 が保

持され、他方、 ワーク吸着電極 3 に電圧を印加することで半導体 ウェハゃガ

ラス基板等のワークを吸着することができる。そのため、静電チャック装置

が高温下に晒されても、静電チャック 2 のみが膨張 して基盤 1 に歪みを与え

るようなことはな く、静電チャック 2 と基盤 1 との分離が容易であることか

ら、 メンテナンスの点でも有利である。

符号の説明

[0041 ] ：基盤

1a ：基盤本体



b ：突起部

：静電チ ヤ ック

：：吸着電極

a ：：第一吸着電極

b ：：第二吸着電極

c ：：開口部

：：絶縁 シ ー 卜部材

：：絶縁 シー ト部材

：：接着剤 （絶縁部材 )

：：貫通孔

：：基盤吸着電極

a ：：第一吸着電極

b ：：第二吸着電極



請求の範囲

ワークを吸着するためのワーク吸着電極 を内部 に有 した静電チャッ

クを基盤上 に備 えた静電チヤック装置であ って、

基盤 は、静電チヤックを貫通 して静電チヤックの表面 に突出する複

数の突起部 を有 して、該突起部の頂面 によってエ ンボス状のワーク吸

着面 を形成 し、 また、突起部の外周面 と静電チャックのワーク吸着電

極 との間には、絶縁部材が介在することを特徴 とする静電チャック装

置。

ワーク吸着電極 の表面か ら突起部の頂面 までの高さで表 される距離

が、 5 O m以上 3 0 O m以下である請求項 1 に記載の静電チヤッ

ク装置。

基盤 は、熱膨張率が 1 P p m以下の低熱膨張材か らなる請求項 1 又

は 2 に記載の静電チャック装置。

静電チャックが、双極型のワーク吸着電極 を有 したものである請求

項 1 ~ 3 のいずれかに記載の静電チャック装置。

静電チャックが、基盤 を吸着するための基盤吸着電極 を内部 に有 し

て、基盤の突起部の外周面 と基盤吸着電極 との間には、絶縁部材が介

在する請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の静電チヤック装置。

ファンデル ヮ一ルスカを発現する樹脂 フィル厶を介 して、静電チヤ

ックと基盤 とが接着 される請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の静電チヤ

ック装置。

つの絶縁 シ一 卜部材の間にワークを吸着するためのワーク吸着電

極 を有 した静電チヤックを基盤上 に備 えた静電チヤック装置 を製造す

る方法であ って、

表面 に複数の突起部 を有 した基盤 と、該突起部 に対応する位置 にヮ

ーク吸着電極 が開口部 を有 して、該開口部が絶縁性の接着剤で充填 さ

れた静電チャックとを用いて、

先ず、 ワーク吸着電極 の開口部 を通 って静電チャックの表裏面間を



貫通するように、開口部 よ り小さい大 きさの貫通孔 を静電チャックに

形成 し、

次いで、前記貫通孔 に基盤の突起部 を揷通 させるように して静電チ

ャックを基盤 に重ね合わせて、静電チヤックの表面 に突出 した突起部

の頂面 によってエ ンボス状のワーク吸着面 を形成することを特徴 とす

る静電チヤック装置の製造方法。

—方の絶縁 シ一 卜部材 に開口部 を有 したワーク吸着電極 を形成 し、

次いで、少な くとも該開口部が絶縁性の接着剤で充填 されるように し

て、他方の絶縁 シ一 卜部材 を貼 り合せて静電チャックを得 る請求項 7

に記載の静電チヤック装置の製造方法。

ワーク吸着電極 の表面か ら突起部の頂面 までの高さで表 される距離

が、 5 0 m以上 3 0 0 m以下である請求項 7 又 は 8 に記載の静電

チャック装置の製造方法。

基盤 は、熱膨張率が 1 P p m以下の低熱膨張材か らなる請求項 7 ~

9 のいずれかに記載の静電チャック装置の製造方法。

静電チャックが、双極型のワーク吸着電極 を備 えたものである請求

項 7 ~ 1 0 のいずれかに記載の静電チャック装置の製造方法。

つの絶縁 シ一 卜部材の間にワークを吸着するためのワーク吸着電

極 と基盤 を吸着するための基盤吸着電極 とを有 して、 ワーク吸着電極

と基盤吸着電極 との間に中間絶縁 シ一 卜部材が介在 された静電チャッ

クであ って、前記 ワーク吸着電極及び基盤吸着電極 には、基盤の突起

部 に対応する位置 にそれぞれ開口部 を有 して、 これ らの開口部が絶縁

性の接着剤で充填 されたものを用いる請求項 7 ~ 1 のいずれかに記

載の静電チヤック装置の製造方法。

ファンデル ヮ一ルスカを発現する樹脂 フィル厶を介 して、静電チヤ

ックと基盤 とが接着 される請求項 7 ~ 1 のいずれかに記載の静電チ

ャック装置の製造方法。
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国際調査報告 国際出願番号 P C T / J P 2 0 1 1 / 0 6 5 4 8 3

第 Π欄 請求の範囲の一部の調査ができない ときの意見 （第 1 ページの 2 の続き）

法第 8条第3項 （P C T 17条 （2) (a) ) の規定によ り、 こ の 国際調査報告 は次の理 由に よ り請求の範 囲の一部 について作
成 しなかった。

1 . Γ" 請求項 は、この国際調査機 関が調査 をす るこ とを要 しない対象 に係 るもの で あ る。

つま り、

2 . 匚：請求項 は、有意義な国際調査 をす ることができる程度まで所定の要件 を満
ない国際出願 の部分に係 るものである。つま り、

3 . 請求項 は、従属請求の範囲であって P C T 規則 6. 4 (a) の第 2 文及び第3文の規定に
従って記載 されていない。

第 欄 —発明の単一性が欠如 しているときの意見 （第 1 ページの 3 の続 き）

次に述べ るよ うにこの国際出願 に二以上の発明があるとこの国際調査機 関は認 めた。

特別ページ参照。

1 . 出願人が必要な追加調査手数料 をすベて期間内に納付 したの で 、 この 国際調査報告は、すべての調査可能な請求
項について作成 した。

2 . 追加調査手数料 を要求す るまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査す ることができたので、追加調
查手数料の納付 を求めなかった。

3 . 出願人が必要な追加調査手数料 を一部のみ しか期間内に納付 しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納
付のあった次の請求項のみについて作成 した。

4 . 出願人が必要な追加調査手数料 を期間内に納付 しなかったの で 、 この 国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されてい る発明に係 る次の請求項について作成 した。

追加調査手数料の異議の申立てに関す る注意
□ 追加調査手数料及び、該当す る場合には、異議 申立手数料の納付 と共に、出願人か ら異議 申立てがあった。

追加調査手数料の納付 と共に出願人か ら異議 申立てがあつたが、異議 申立手数料が納付命令書に示 した期間
内に支払われなかった。

お 追加調査手数料の納付はあったが、異議 申立てはなかった。
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発 明の属す る分野の分類 （国際特許分類 （I P C ) )

Int .Cl . H01L21/683 (2006. 01) i

B . 調査 を行 った分野
調査 を行 った最小 限資料 （国際特許分類 （I P C ) )

Int .Cl . H01L21/67- 21/687 ，H02N13/00, B23Q3/00- 3/154 ，B23Q3/16- 3/18 ，H01L21/02

最小限資料以外の資料 で調査 を行 った分野に含 まれ るもの

日本 国実用新案公報
日本 国公 開実用新案公報
日本 国実用新案登録公報
日本 国登録実用新案公報 221

ooo9
国際調査で使用 した電子デ、 -ス （デぃ -ス の 9名111 称 、調査 に使用 した用語 )

6111
年年年年

関連す ると認 め られ る文献
引用文献の 関連す る
カテ ゴ リー * 引用文献名 及び一部 の箇所 が関連す る ときは、そ の 関連す る箇所 の表示 請求項 の番号

X 0 2009/036995 A l (ASML NETHERLANDS B. V. ) 2009. 03. 26， 1 4

A 第 1 頁第 1 行 第 1 0 頁第 9 行 ， F i g . 4 5 1 3

& JP 2010-541196 A & US 2009/0079525 A l & EP 2208224 A

& CN 101803001 A & NL 1035888 A & KR 10-2010-0075517 A

& NL 1035888 A l

c 欄 の続 きに も文献が列挙 されてい るc パ テ ン トフ ァ ミ リー に関す る別紙 を参照。

* 引用文献 の 日の 後 に公表 された文献
ΓΑ 」特 に関連 のあ る文献 ではな く、一般 的技術水準 を示す Γτ 」国際出願 日又 は優先 日後 に公表 され た文献 であって

もの 出願 と矛盾す るものではな く、発 明の原理又は理論
ΓΕ 」国際出願 日前 の出願 または特許 であ るが、国際出願 日 の理解 のために引用す るもの

以後 に公表 され た もの x 特 に関連 のあ る文献 であって、当該文献 のみで発 明
「L 」優先権主張に疑義 を提起す る文献又 は他 の文献 の発行 の新規性又 は進歩性 がない と考 え られ るもの

日若 しくは他 の特別 な理 由を確 立す るた めに引用す 「Y 」特 に関連 のあ る文献 であって、当該文献 と他 の 1 以
る文献 （理 由を付す） 上の文献 との、当業者 に とって 自明である組合せ に

Γθ 」 口頭 に よる開示、使用、展示等 に言及す る文献 よって進歩性 がない と考 え
ΓΡ 」国際出願 日前 で、かつ優先権の主張の基礎 とな る出願 Γ& 」同一パ テ ン トフ アミリー文献

国際調査 を完 了 した 日 国際調査報告 の発送 日
2 7 . 0 9 . 2 0 0 . 2 0

国際調査機 関の名称及 びあて先 特許庁審査官 （権限のあ る職員） 3 U 3 8 2 5

日本 国特許庁 （I S A J Ρ ) 沼生 泰伸
郵便番 号 1 0 0 — 8 9 1 5

東京都千代 田区霞が関三 丁 目4 番 3 号 電話番号 0 3 — 3 5 8 1 — 1 1 0 内線 3 3 2 4
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C (続き） . 関連すると認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ゴ リー * 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求項の番号

A JP 2004-104114 A (エイエ ス エ ムェノレ ネザラ ン ドズ べ ス ロー テ 1 - 1 3
ン フ ェ ン ノー トシ ヤ ップ ） 2004· 04· 02，全文，全図
& US 2004/0114124 Al & EP 1391786 Al & DE 60334428 D
& TW 240153 B & KR 10-2004-0030259 A & CN 1487360 A
& SG 108323 A

A WO 2007/066572 Al (株式会社クリエイティブテクノロジー） , 1 3
2007. 06. 14，全文，全図 & US 2009/0040681 Al & EP 1959488 Al
& CN 101326627 A & HK 1124688 A & KR 10-2008-0081014 A
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調査 の結果、文献 1 ( 0 2009/036995 Al (ASML NETHERLANDS B. V. ) 2009. 03. 26，第 1 頁第
l fi 第 1 0 頁第 g fi , F i g . 4 & JP 2010-541196 A & US 2009/0079525 Al & EP 2208224
A & CN 101803001 A & NL 1035888 A & KR 10-2010-0075517 A & NL 1035888 Al) には、静電
チャ ックにおいて、その頂部が物体が保持 され る平面 2 4 を決定す るバール 2 1 (突起部）が
設 け られたサポー ト2 5 (基盤）と、バール 2 1 間に設 け られ る、絶縁体 として機能す る誘電
体 2 3 (絶縁部材）によって囲まれ る電極 2 2 (吸着電極） と、を備 えること、電極 とバール
の頂部 との距離が 1 0 5 〜1 1 O m であること、及び、バール 2 1 が設 け られたサポー ト2
5 の材料 として、熱膨張係数が 0 . 0 5 〜9 p p m である石英 （なお石英 の室温付近での熱膨
張係数が 1 p p m 以下であることは、技術常識 である。） と同程度 の熱膨張係数 を有す るもの
を用い ること、が記載 されてい るとともに、上記文献 1 に記載 された ものにおいて、電極 を双
極型 にす るか どうかは、必要に応 じ当業者 が適宜選択 し得 る設計的事項である。

したがって、請求項 1 3 に係 る発 明は、上記文献 1 に記載 された発 明 と同一であるととも
に、請求項 4 に係 る発 明は、上記文献 1 に記載 された発 明に対す る単なる設計変更であ り、先
行技術 の域 を出ないか ら、？じ丁規則 1 3 . 2 の第 2 文 の意味における特別 な技術的特徴 を有
しない。
また、請求項 1 1 3 に係 る発 明において、P C T 規則 1 3 . 2 の第 2 文 の意味において特

別 な技術的特徴 と考 え られ る他 の共通事項は存在 しないので、それ らの相違す る発 明の間に P
C T 規則 1 3 の意味における技術的な関連 を見いだす ことはできない。

よって、請求項 1 1 3 に係 る発 明は、一又は二以上の同一又は対応す る特別 な技術的特徴
を含む技術的な関係 にないか ら、単一の一般的発 明概念 を形成す るよ うに連 関 してい るもの と
は認 め られない。
そ して、請求の範囲には以下に示す 3 の発 明 （群）が含 まれ る。
なお、特別 な技術的特徴 を有 しない請求項 1 4 に係 る発 明は、発 明 1 に区分す る。

(発 明 1 ) 請求項 1 5 に係 る発 明
「基盤 を吸着す るため の基盤吸着電極 を内部に有 して、基盤 の突起部の外周面 と基盤吸着電極

との 間には、絶縁部材 が介在す る」静電チ ャ ック装置。
(発 明 2 ) 請求項 6 に係 る発 明
「フ ァンデル ヮ一ル ス力 を発現す る樹脂 フ ィル ム を介 して、静電チ ャ ック と基盤 とが接着 され

る」静電チャ ック装置。
(発 明 3 ) 請求項 7 — 1 3 に係 る発 明
「2 つ の絶縁 シ ー ト部材 の 間に ワー クを吸着す るため の ワー ク吸着電極 を有 した静電チ ャ ッ

クを基盤上に備 えた静電チ ャ ック装置 を製造す る方法であって、表面に複数 の突起部 を有 した
基盤 と、該突起部に対応す る位置にワーク吸着電極が開 口部 を有 して、該開 口部が絶縁性 の接
着剤 で充填 された静電チャ ック とを用いて、先ず、ワーク吸着電極 の開 口部 を通って静電チヤ
ックの表裏 面間を貫通す るよ うに、開 口部 よ り小 さい大 きさの貫通孔 を静電チ ヤ ックに形成
し、次いで、前記貫通孔に基盤 の突起部 を揷通 させ るよ うに して静電チャ ックを基盤 に重ね合
わせて、静電チ ャ ック の表面に突出 した突起部の頂面によってエ ンボ ス状のワーク吸着面を形
成す ることを特徴 とす る静電チ ャ ック装置の製造方法。」

式 P C T I S A 2 1 0 (特別ページ） （2 0 0 9 年 7 月）


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

